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OEM:Valvo Transistor 2N5086 Datasheet

DATEN VORLAUFIGER MUSTER 2N 5086

2N 5087

SILIZIUM = PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir rauscharme NF - Vorverstiirker

Mechani l:hI_E teny

Gehiuse; Kunststeff,
JEDEC TO-92

Malangaben in mm.
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Kurzdaten:
Eollektor-Emitter-Sperrapannung -I.‘-‘:E g = max. 50 V
Kollektorgleichatrom -Ic = BAX. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei ‘ll' ! 25% F“t = max. G625 oW
Sperrschichttemperatur iJ = max. 150 "¢

2N 5086 2N 5087

Gleichstromverstirkung

L4

bei -UEE = 5V, -Il: = 1 mid B 150 250
Rauschzahl

bei =Uy, = 5V, =I = 20 uA p

und f = 10...15T00 He F = 3 2 dB
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OEM:Valvo Transistor 2N5086

2N 5086
2N 5087

Absolute Grenswerte: (glltig bis %) max

)
Kollektor=Sperrspannung bei IH = O
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig= 0
Emitter-Sperrspannung bel ll: = D
Eollektorgleichstrom:
Gesamtverlustleistung bei &, 3 25°cy
Sperrschichttemperatur;

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstands
gwischen Sperrschicht und Umgebung:

th

U

Datasheet
WAX aD v
max. 50 Vv
mAX. 3 v
WAX. 50 mA
max. 625 oW
max. 180 "¢
min. -65 °c
max. 180 °c

200 K/
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OEM:Valvo Transistor 2N5086

Kennwerte:

baei aJ

Kollektor-Durchbruchspannung
bei IE =0, -IE = 100 pA:

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei I, = 0, =1, = 1 mA:

B c
Kollektor-Reststrom
bei I! m 0, -UEB = 10 Vs
bei I! m 0, *ﬂca = 35 V3
Emitter-Restatrom
bei Ic m 0, -U!n m 3 Vi

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei '!C = 10 mA, -In = 1 mAs
Basisspannung

bei -UEB =5V, -!c = 1 mAs
Gleichstromverstirkung

bei “Ueg = 5V, -lIc = 100 pA:

bei 'UEE =8V, "C = 1 mAs

bei -UEE = 8V, 'IC = 10 mAs

Eurzschlul-Stromverstirkung
bei =0 =5V, _]E = 1 =mA

und f = 1 kHz:

Transit-Frequenz
bei ~U,, = 8V, -I, = 500 uA

und f! = 20 MH=z:

Kollektorkapazitit
bei -UEB = 0V, IB = 0
und f = 100 kHz:

Rauschzahl
bei 'UCB =5V, +IC = 20 pA,
R =10 kQ, f = 10...15T00 H=
und 8 = 25°Cy
bei -U,. = 5V, -1, = 100 phy
l‘ = 3 y =1 kHe, lu = 25 Cp

= 25°C, sofern nieht anders angegeben
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Datasheet

2N 5086
2N 5087

2 N GOBE 2 N BOBT

5O v
50 L
10 nA
50 ni
50 nA
0,3 v
0,85 v

150 = 500 2560 - BOO
150 250
150 250

150 = G600 250 - 900

40 MHz
4,0 pF

3 2 dm

3 2 4B
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